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１．概要（Summary） 

現在パワーデバイスは様々な分野で使用されてきてい

る。今後より大容量化が求められる中で、今までの Siチッ

プでは物性的な限界があるため、次世代材料として GaN

チップが注目されている。当研究室で新規開発したAgペ

ー ス ト を 用 い て DBC(Direct Bonded Copper) ・

DBA(Direct Bonded Aluminum)基板に GaNチップを

焼結接合し接合強度試験や信頼性試験（熱衝撃・高温環

境）行うことを目的に実験を行う。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー 

【実験方法】 

ダイシングソーを用いて 2 インチφ、厚さ 0.4 mm の

GaN 基板を 5 mm□サイズに切断後、Ti/Ag をスパッタ

ー膜付けし、DBC基板に当研究室で新規開発したAgペ

ーストを用いて積層中間層（以下 W 層）構造で焼結接合

及び信頼性評価試験（熱衝撃）を行う。 評価は熱衝撃試

験で初期、300、500、1000 cycでのシェア強度及び断面

観察により行う。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

熱衝撃による信頼性試験では初期：30 MPa、300 

cyc：35 MPa、500 cyc：30 MPa、1000 cyc：28 MPaの

シェア強度結果となり劣化は小さく目標とする値を超えた。

シェア強度試験の破断箇所は初期は GaN と W 層で、

1000 cycではW層と DBCの間で生じた。 

SEM写真では 1000 cyc後は DBCの Cuがうねりを

発生し、またW層と DBC間のペースト内で大きいボイド

が発生し、GaN とW層間ペースト内は小さいボイド発生

が観察される。 この結果、W 層は GaN と DBCの応力

緩和に効果があるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Sintered GaN on DBC. 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2 Cross-section view.  

 

４．その他・特記事項（Others） 

この研究は ALCA のご支援で実験を進めています。

感謝申し上げます。 
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５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

  新規開発 Agペーストの特徴として Auコート DBCに

GaNチップを焼結接合したことを新聞発表（2017年 8月

30日）。 

６．関連特許（Patent）   

 なし。 
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